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  1. Цели и задачи самостоятельной работы студентов
         Целью работы явятся углубление и закрепление знаний, полученных при изучении курса «источники и приемники излучения», развитие навыков самостоятельной работы, умения решать конкретные инженерные задачи.
2. Методические указания по выполнению  самостоятельной 
внеаудиторной работы
Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется студентом в соответствии с темами указанными в таблице 1. В этой таблице так же указывается источник, необходимый для освоения предложенного материала. По окончании изучения раздела студент предоставляет отчет в соответствии с заданием в виде конспекта и проходит собеседование с преподавателем.

                                                                                 Таблица 1
4.6 Курсовые (домашние) задания и самостоятельная работа студента
	№
п/п
	Наименование видов самостоятельной работы
	Трудоемкость
(час.)
	Методические материалы


	1
	Решение задач по теме 4
	10
	[1,2]

(см. п. 4.2)

	2
	Решение задач по теме 5
	10
	[1]

(см. п. 4.1)

	3
	Решение задач по теме 9
	10
	[1,2]

(см. п. 4.2)

	4
	Решение задач по теме 11
	10
	 [1]

(см. п. 4.1)

	5
	Решение задач по теме 12
	14
	 [1,2]
(см. п. 4.2)

	9
	Самостоятельное изучение дополнительного материала по темам №№4, 5, 9, 11, 12
	20
	[3]
(см. п. 4.4)


3. Вопросы для самоконтроля 
1.Принцип действия излучающих полупроводниковых диодов (светодиодов) основан на:
1.Явлении электролюминесценции при протекании тока в структурах с p-n переходом
2.Спонтанном переходе электронов с более высоких уровней на более низкие

3.Возникновении в атмосфере электрического разряда 

4.Спонтанном переходе электронов с более низких уровней на более высокие

2.Люминесценция это:
1.Свечение вещества, за счет его нагрева

2. нетепловое свечение вещества, происходящее после поглощения им энергии возбуждения
3. Нетепловое свечение вещества

4.Свечение вещества, за счет его нагрева и происходящее после поглощения им энергии возбуждения

3. Связь энергетических и световых величин:
1. Xv = XeKmax
2. Xv = Xeг
3. Xv = XeKmaxг
4. Xp. =Xe./(hc) 
4.Одна кандела равна
1.Силе света одной современной лампы
2.Силе света солнца
3.Силе света одной свечи
4.Силе света факела
5. Закон Стефана-Больцмана
1. Me0(T) = T2
2.Me0(T) = T4 
3. Me0(T) = 2T4
4. Me0(T) = 4T4
6.Оптическое излучение это
1. Электромагнитное излучение, длины волн которого лежат в диапазонах  видимого спектра

2. Электромагнитное излучение, длины волн которого лежат в диапазонах инфракрасного и ультрафиолетового спектра.

3. Электромагнитное излучение, длины волн которого лежат в диапазонах видимого и ультрафиолетового спектра

4. Электромагнитное излучение, длины волн которого лежат в диапазонах инфракрасного, видимого и ультрафиолетового спектра
7.Фотодиод
1. оптоэлектронный полупроводниковый прибор, вариант биполярного транзистора. Отличается от классического варианта тем, что область базы доступна для светового облучения, за счёт чего появляется возможность управлять усилением электрического тока с помощью оптического излучения.

2. полупроводниковый прибор, изменяющий величину своего сопротивления при облучении светом

3. оптоэлектронный полупроводниковый прибор, имеющий структуру, схожую со структурой обычного тиристора, но отличающийся от последнего тем, что включается не напряжением, а светом, падающим на тиристорную структуру.

4. приёмник оптического излучения, который преобразует попавший на его фоточувствительную область свет в электрический заряд за счёт процессов в p-n-переходе
8.Фоторезистор
1. оптоэлектронный полупроводниковый прибор, вариант биполярного транзистора. Отличается от классического варианта тем, что область базы доступна для светового облучения, за счёт чего появляется возможность управлять усилением электрического тока с помощью оптического излучения.

2. оптоэлектронный полупроводниковый прибор, имеющий структуру, схожую со структурой обычного тиристора, но отличающийся от последнего тем, что включается не напряжением, а светом, падающим на тиристорную структуру.

3. полупроводниковый прибор, изменяющий величину своего сопротивления при облучении светом
4. приёмник оптического излучения, который преобразует попавший на его фоточувствительную область свет в электрический заряд за счёт процессов в p-n-переходе

9. Фототиристор
1. оптоэлектронный полупроводниковый прибор, имеющий структуру, схожую со структурой обычного тиристора, но отличающийся от последнего тем, что включается не напряжением, а светом, падающим на тиристорную структуру.
2. оптоэлектронный полупроводниковый прибор, вариант биполярного транзистора. Отличается от классического варианта тем, что область базы доступна для светового облучения, за счёт чего появляется возможность управлять усилением электрического тока с помощью оптического излучения.

3. приёмник оптического излучения, который преобразует попавший на его фоточувствительную область свет в электрический заряд за счёт процессов в p-n-переходе

4. полупроводниковый прибор, изменяющий величину своего сопротивления при облучении светом

10.Фототранзистор
1. оптоэлектронный полупроводниковый прибор, имеющий структуру, схожую со структурой обычного тиристора, но отличающийся от последнего тем, что включается не напряжением, а светом, падающим на тиристорную структуру.

2.оптоэлектронный полупроводниковый прибор, вариант биполярного транзистора. Отличается от классического варианта тем, что область базы доступна для светового облучения, за счёт чего появляется возможность управлять усилением электрического тока с помощью оптического излучения.
3. полупроводниковый прибор, изменяющий величину своего сопротивления при облучении светом

4. приёмник оптического излучения, который преобразует попавший на его фоточувствительную область свет в электрический заряд за счёт процессов в p-n-переходе

11.Относительная яркость цвета определяется по формуле:
а).
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б).      
[image: image2.wmf];
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12. Эффект Бецольда-Брюкке проявляется:
а)  изменением цветового тона при увеличении его яркости.
б) цвета с одного и того же цветового тона  лежат не на прямой, а на кривой линии.
в) длина волны цветового тона не совпадает с доминирующей длиной волны.  
г) цвета с одного и того же цветового тона  лежат не на кривой, а на   прямой линии
13. Из перечисленных ниже законов выберите Закон Вина:

а) ) Моемакс (Т) = СТ4
б) Моемакс (Т) = СТ5
в) Мое(Т) =  Т4
г) Мое(Т) =  Т5
14. Коэффициент инжекции определяется как:

а) 
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[image: image6.wmf]р

n

n

I

I

I

+

=

g


в) 
[image: image7.wmf]ð

n

I

I

=

g


г) 
[image: image8.wmf]n

ð

I

I

=

g


15. Безизлучательная рекомбинация – это…
а)  рекомбинация без фотона или фотона с большей длиной волны.
б) рекомбинация без фотона или фотона с малой длиной волны.

в)  рекомбинация с испусканием фотона
г) рекомбинация с испусканием фотона и электрона
16.  Чему будет равен коэффициент пропускания 
[image: image9.wmf])
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  у непрозрачного тела, если его нагреют до Т= 3000К?

а)0,3

б)0,5

в)0,4

г)0
17.Графиком частотной характеристики чувствительности является
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18. Удельная обнаружительная способность D* измеряется в:

а) Вт-1смГц1/2
б) 
[image: image13.wmf]2
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в) Вт-1смГц1/3
г) Вт см Гц1/2
19.  Выберите правильный вариант, включающий типы фотоэлектрических ПИ:

а) фотоэлементы (ФЭ),   фотодиоды (ФД), фототранзисторы (ФТ)

б) фоторезисторы (ФР),фототранзисторы (ФТ), ПИ с пространственно-зарядовой связью (ПЗС).
в) болометры (Б), термоэлементы (ТЭ), пироэлектрики (ПЭ)

г) фотоэлементы (ФЭ), диссекторы (ДС), передающие телевизионные трубки.

20.  Какой из перечисленных внутренних шумов  ФПУ также называют фликкер-эффектом?
а) дробовый шум
б) шум мерцания
в) тепловой шум Джонсона
г) генерационно-рекомбинационный шум
21. Основные режимы включения фотодиода:
а) фотогальванический и режим  короткого замыкания 
    б) вентильный и режим холостого хода
в) фотогальванический и режим холостого хода
г) режим   холостого хода и короткого замыкания
22. Полупроводниковый прибор с внутренним усиление фототока-это
А) фототранзистор
Б) фотодиод

В) фоторезистор

Г) фотоэлемент

23. При увеличении яркости Le в 2 раза как изменится сила излучения Ie
а)  увеличится в 2 раза
б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) не изменится

24. Как нужно изменить температуру T чтобы светимость Me(T)  увеличилась в 16 раз:
а) увеличить в 2 раза
б) увеличить в 8 раз 
в) уменьшить  в 8 раз
г) уменьшить в 2 раза
25.Коэффициент поглощения 
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 уменьшился в 3 раза . Чему стал равен коэффициент отражения  
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а)0,4
б)0,3
в)0,1
г)0,6
26. Длина волны  теоретического предела чувствительности для монохроматического излучения 1,6 А/В и  
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а)2мкм
б)2нм

в)2,5мкм

г)2,5нм

27.Из рисунков представленных ниже выберите направленно-рассеянное отражение

[image: image33.wmf]e
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[image: image34.wmf]'
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б)
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в)
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28. Если длину волны
[image: image23.wmf]l

 увеличить в 3 раза как изменится  энергия волны
[image: image24.wmf]ô
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а) увеличится в 3 раза

б) уменьшится в 3 раза
в) уменьшится в 9 раз

г) увелится в 9 раз

29. Как изменится коэффициентов цветоусиления 
[image: image25.wmf]g

, если  увеличить  коэффициент чистоты цвета  
[image: image26.wmf]р

. Эффект Гельмгольца-Кольрауша.

а)уменьшится
б)увеличится
в)не изменится
г) изменится по синусоидальному закону
30.Коэффициент излучения нечерных  (серых) тел

а)() 
[image: image27.wmf]³

 1.

б)() < 1.
в)() =1.

г)() 
[image: image28.wmf]£
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31.Как изменится частота излучения, если температура увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 4 раза

б) уменьшится в 4 раза

в)увеличится в 2 раза
г)уменьшится в 2 раза

32. Светимость увеличили в 3 раза  как изменится яркость?

а) увеличится в 3раза
б) уменьшится в 3 раза

в) увеличится в 6 раз

г)уменьшится в 6 раз

33. Укажите правильное обозначение яркости:
а) Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
б) Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
в) Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
г) Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
    34. Связь светимости с освещённостью имеет вид:

         а)Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
         б)Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
         в)Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
         г) Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
     35. В колориметрической системе R, G, B в качестве основных  R, G, B цветов выбраны реакции … на … единичной мощности.

        а) палочек, световой поток

        б) колбочек, световой поток

        в) палочек, равноэнергетическое излучение

        г) колбочек, равноэнергетическое излучение

    36. Графически единичные основные цвета (R=1, G=1, B=1) могут быть представлены как

        а) три ортогональных вектора

        б) три некомпланарных вектора

        в) три скалярных вектора

        г) правильного ответа нет

37. Координаты цвета определяются как

      а)  [image: image29.png]



      б) [image: image30.png]5= [0, (T2

¥s'=[@(DF(A)dA;

25'=[ @, (A)2(A)dA;




      в)[image: image31.png]@ (¥r = V) + P (o = o)+ @5 (¥, ~75) =0
(2= 2) 4P (e ~25)+ 2,5 (7; - 2,) =0

Pr(Fr = Z2)+ Do (% —25) + 0,5 (Y= 7;) = 0;




38. Выберите правильное соотношение
    а)Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
    б) Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
    в) Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
    г) правильного ответа нет

39. Выберите правильное выражение для монохроматического коэффициента поглощения

    а) Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
    б) Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
    в) ρ(Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
    г) правильного ответа нет

40. Верным соотношением является

    а) Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
    б)Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
    в) Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
    г) правильного ответа нет
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4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
4.1 Основная литература
1. Розеншер, Э. Оптоэлектроника / Э.Розеншер,Б.Винтер;пер.с фр.О.Н.Ермакова .— М. : Техносфера, 2004 .— 592с. : ил. — (Мир электроники) .— ISBN 5-94836-031-8 /в пер./ : 292.50. (2экз+3экз 2006г)
2. Ермаков, О.Н. Прикладная оптоэлектроника / О.Н.Ермаков .— М. : Техносфера, 2004 .— 416с. : ил. — (Мир электроники) .— Библиогр.в конце гл. — ISBN 5-94836-023-7 /в пер./ : 292.50. 10 экз.
4.2 Дополнительная литература
1. Источники и приемники излучения : учеб. пособие для студ. оптических спец. / Г. Г. Ишанин, Э. Д. Панков, А. Л. Андреев .— СПб. : Политехника, 1991 .— 240 с. — Библиогр. в конце кн. — ISBN /В пер./ : 5.90.
2. Карих Е.Д. Оптоэлектроника : Учеб.пособие для вузов / Е.Д.Карих .— Минск : БГУ, 2000 .— 263с. : ил. 
8.3 Периодические издания
1. Оптический журнал = journal of optical technology : ежемесячный научно-технический журнал / Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова; Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики; Оптическое общество им.Д.С.Рождественского .— СПб., 2009- .— Издается с авг.1931г. — ISSN 0030-4042 .— <URL:http://www.opticsinfobase.org>.
4.4 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Zemax ee – Программа расчета оптических систем;

2. Mathcad 14 – Программа для проведения расчетов;

3. www.aco.ifmo.ru Сайт кафедры прикладной и компьютерной оптики.

4.5 Методические указания к лабораторным занятиям
Лабораторные работы по дисциплине «Источники и приемники излучения» (ресурс кафедры).

4.6 Методические указания к практическим занятиям
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине  «Источники и приемники излучения» (ресурс кафедры).

4.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы
Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Источники и приемники излучения» (ресурс кафедры).
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